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Magnetization measurements of Bridgman-grown Sn ， _~Cr~Te 
よーx x 
crys七alshave been carried ou七 in七hetempera七urerange 
from 2.5 K to 300 K. These crystals show a hysteresis 
curve characteris七icof near-ferromagnets. The coercive 
force and residual magnetiza七ionare varied by a heat-
treatmen七 underZn vapor a七 6000C，which means tha七七he
isothermal annealing reduces la七七icestrains produced dur-
ing七hecrysta1 growth. The tempera七uredependence of the 
magnetiza七ionhas a ferrimagnetic behavior of the type P， 
and the magnetiza七ionincreases as七hetempera七ureis low-
ered below abou七 20K， following nearly the Curie-Weiss 
law. Thus the overall magnetization at low tempera七ures
is七hesuperposition of both ferrimagne七icand paramagne七ic
contributions. However，七hereis a possibi1ity of 七he




め，我々は N-VI族化合物半導体SnTeに磁性不純物として 3d遷移金属の Crを固溶した物質系，
すなわち縮退磁性半導体Snl-xCrxTe混品を作製し，その静的磁化を 1.4Kから室温までの広い
温度範囲にわたって測定したO ところで，母体結晶である SnTeはおよそ立方対称の NaC工型結晶
構造を持ち，伝導キャリア数(Sn欠陥による正孔)が 1020- 1021 cm -3と通常の半導体に比べて多






が報告されている 1〉O また， 80 -100 K付近でNaOl型構造から菱面体構造への変位型構造相転移
を起こすことも SnTeの大きな特徴である O
Snl-xOr xTe混晶は，キュリー温度Tcが150-300 Kのフェリ磁性体であり 2) それらの磁性




に高真空(1X 10-5 TOrr程度)で封入したものをブリッジマン法で育成したo Sn l-xOr x Te ( 0.3 
a t .7o:;:xζ5at.%)試料は育成した状態(as -grOwn結晶)と，亜鉛蒸気中， 600"Cで 2日間焼
鈍・急冷した状態 Canneaユed結晶)の 2種類を用いたO 測定用試料の形状は育成したインゴツト









ock diagram of a vibrating sample magne七o













Fig.3は£ニ 0.5，1， 2 a七.~らの as -grown結晶の 15kOe 
までの磁化曲線であり，上は室温，下は 4.2Kの結果であるO
室温では 0.5at.%の試料は反磁性を示している O これは母体
結晶である SnTeが反磁性(-4 x 10 -7 emu/ Oe. g)を示し，
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ていないためであるo Fig. 3. Magnetization curves a七 room七empera-
次に，熱処理をした (annealed) ture and 4.2 K for七heas-grown Sn1_xCrxTe 
結晶では， Fig.4に示すように，室 crys七aユswi七hdifferent x. 
温において 0.2，0.3 a t . %の試料は反
磁性， 0.5， L 5 a t .9もの試料は強磁性的振舞いを示しているO これらは as-grown結晶の場合と
同じように説明でfきるo 4.2Kでは全てわずかな履歴を伴った常磁性的な傾向(磁化が磁場に比例し
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Fig. 4. Magnetiza七ioncurves at room tempera-
七uresand 4.2 K for七heannealed Srし CrTe 
上-x x 
crystals with differen七 x.











































Fig. 5. Residua1 magnetization， magnetization a七 15kOe， 
and coerc i ve forc e at 4.2 K for the as-grown and annea1ed 
SnユーxCrxTecrysta1s p10tted against 七heCr concentration. 
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Fig. 6. Temperature dependence of the 
magnetiza七ion(a七 5kOe) for the as-




grown Sn， ..Cr..Te crysta1s with differen七 x，
ムー x x るO
B.温度依存性
Fig. 6はCr濃度の異なる as-grown結晶に対する磁化の温度依存性であるO この場合，磁化
測定は 5kOeで行ったが，縦軸は 1kOeに換算した磁化の大きさを表すo 0.5a七.%の場合，キュリ
ー温度は 160K付近であれそれより低温では磁化は増加して 70K付近で極大を示し，それ以下の
温度ではその変化は緩慢になり， 40 K付近でわずかな極小を示すo 1 a七.%の場合はキュリー温度
が高温側にずれ，全体の磁化が大きくなる事以外はほぼ似た振舞いを示すO しかし 2a七.%の場合，
















0.3， 1 a t. 70ではこの特徴が
現れている O
!?ド て r~
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Fig. 7. Tempera七uredependence of the magne七iza七ion
(at 5 kOe) for七heannealed Sn， Cr__Te crys七alsl-x~-x 
wi七hdifferent x. 
更に， anneaユed 結晶の磁化の低温での振舞いに注目した測定結果を示すoFig.8はCr濃度
がそれぞれ 0.1，0.2， 0.3， 0.5， 1 a t.%のannealed結晶に対して磁場を 5kOeと約300eをかけたと
きの低温における磁化の温度依存性を示すo 5kOeの磁場をかけた場合にはいづれも急激な磁化の
増加が見られ，常磁性的な振舞いを示す(Fig. 7参照〉。一方，約300eの磁場ではいづれも 60K
から 4Kまでほぼ一定で， 3 - 4 Kの間で磁化が急激に減少し， 0.2 at.%の試料を除いて，更に
低温で増加する傾向が見られるO この磁化が急激に減少する温度は，我々の研究室の電気的測定で
調べられたこの物質系の Snのネットワーク形成による超電導の起こる温度(3.7K付近)にほぼ対応
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Fig. 8. Temperature dependence of the magnetizations measured at 30 Oe and 5 kOe for the 

























Fig. 9. Dis七ributionof Cr impuri七ies_ 
a10ng the grow七hdirection of七hecrys七a1









































Fig. 10. Comparison of七hetempera七uredependence 
and the magnetiza七ioncurves a七4.2K for七heas-
grown and annealed crys七alswith x=工at.弘
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Fig. 11. Reciproca1 magnetiza七ion(a七 5kOe)of 
the annea1ed crysta1s with differen七 xp10七ted
against tempera七ure.
Tabユe1. Curie constant C， magnetic quantum 
number J， and the Curie temperature e ob七ained
from Fig. 11 for七heannea1ed crys七a1swith 
differen七 X.
X (at.o/，・) C(emu-d句100'g) J e (K)
0.2 2.1 x1 0-5 1.8 -4.6 
0.3 4.3x10-5 2.2 -1.6 
0.5 2.1 x 10-4 3.7 -1.5 
1.9x10-4 2.6 1ー.9
って大きく影響を受けるO 熱処理によって結晶格子内に生じた格子歪みを除去したりするが，ま
たクロムテルル化合物の偏析を促進する可能性もある O 例えば， Cr2Te3' Cr3Te4' Cr5Te6 
などが考えられるが，これらについては種々の方法で確かめる必要がある O
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